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A simulação e a extração de parâmetros de dispositivos MOS são de grande importância para a 
industria e para aplicações em projetos de eletrônica. Neste trabalho, foram abordadas diversas 
técnicas para obtenção dos valores de dispositivos MOS fabricados no CCS (Centro de 
Componentes Semicondutores), na Unicamp. Uma das técnicas utilizadas é a análise matemática 
das curvas de corrente, tensão e de capacitância dos dispositivos estudados, com uso de 
equações matemáticas a partir das variáveis obtidas desses gráficos. Outra técnica é a simulação 
computacional com uso de programa especifico de eletrônica. O software utilizado foi o ADS 
devido à sua grande capacidade de simulação e otimização de componentes semicondutores. A 
simulação baseia-se em valores da tensão, corrente e capacitância, dispostos em um arquivo de 
entrada. O ADS retorna os valores otimizados com uma dada imprecisão, cabendo ao usuário 
ajustar as configurações do programa a cada iteração, para melhorar tais resultados. A grande 
vantagem da utilização dessas técnicas é a extração de parâmetros de dispositivos que empregam 
recentes inovações, como diferentes materiais do dielétrico de porta por exemplo. 
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